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【はじめに】近年、非破壊・非接触検査における強力な手段としてテラヘルツ(THz)イメージング

が注目を集めており、様々な分野での応用が期待されている。以前我々はカーボンナノチューブ

(CNT)における光熱起電力を用いた THz 帯検出器を作製し、室温での THz 波検出を達成 1, 2した

が、THz イメージングの応用実現に向けては検出器の更なる高感度化・小型化・集積化が強く求

められている。今回我々は CNT フィルムに THz 波を照射した際の熱解析を行い、光熱起電力の

強度が電極金属の熱伝導率に依存することを明らかにした。得られた知見を用いて、検出器の小

型化・集積化及び THzイメージングのデモンストレーションに成功したのでこれを報告する。 

【実験】Fig. 1 (a)に CNT フィルムを用いた THz 帯検出器の概略図と電流-電圧特性を示す。THz

波照射に伴い電流ないし電圧の応答が発生しており、光熱起電力による室温での THz波検出が確

認できる。次に THz応答と電極金属の依存性を Fig. 1 (b)に示す。実験結果から、電極金属の熱伝

導率が高いほど、高感度な THz波検出ができていることが判明した。これらの実験結果と熱解析

のシミュレーションにより、電極金属が THz波照射によって熱源として動作し、この熱勾配によ

って起電力が発生するというメカニズムを解明した。これらの成果を用いて検出器の更なる高感

度化・小型化・集積化が達成でき、THzイメージングの応用実現に大きく近づくことができた。 
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Fig. 1. (a) Sketch of THz detector (inset) and detected signal for THz irradiation at 1.4 THz. (b) Experimental results of THz response for each 

electrode material. THz response is closely rerated with thermal conductivity of the electrode material. 
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